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【はじめに】ScAlMgO4 (SCAM) は、GaN との格子不整合率が 1.8%と小さいことと、劈開によっ

てエピレディ基板を作製できることから、窒化物半導体の高品質結晶を成長できる材料として期

待されている。有機金属気相成長法による SCAM 基板上への GaN 薄膜の結晶成長[1][2]や LED 作

製[3][4]がこれまでに試みられているが、成長中に GaN 薄膜へ SCAM 構成元素である Mg の混入

が明らかとなっている[5][6]。本研究では、成長雰囲気が SCAM へ与える影響を調べるため、NH3

雰囲気で熱処理を施した SCAM 基板を、ラマン分光法を用いて評価した。 

【実験】劈開によって作製した c 面 SCAM 基

板を、650 Torr の NH3雰囲気で 1080℃の熱処

理を 60 分間施した。Fig. 1 に SCAM の側面を

測定したラマンスペクトルを示す。150 ~ 

900cm
-1 の範囲にいくつかのピークが存在す

る。未処理の試料と比較すると、熱処理後は

380, 690cm
-1 付近に信号（図中＊）が観測さ

れた。これらはこれまでに報告されている

ScN の信号[7]と一致し、NH3 雰囲気での熱処

理によって ScN が形成されたと考えられる。 
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Fig.1 Raman spectra of NH3 annealed and no 
annealed SCAM in ab-plane backscattering geometry. 
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